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摘要(译)

本发明提供一种AMOLED像素驱动电路的制造方法，仅留下覆盖第二有
源区（ 42 ）的第二绝缘层（ 5 ）作为蚀刻停止层，制作ES型驱动TFT
（T b ）和BCE型开关TFT（T b ）。 BCE型开关TFT（T 1 ）具有较小
的寄生电容，可以降低RC效应，有利于控制交变数据信号; ES型驱动
TFT（T 2）具有优异的器件特性，并且可以提供稳定的OLED电流以确
保OLED发光的稳定性和均匀性。
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